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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】半導体チップの実装方法に関し、チップ実装工
程で時間を要する機械的圧着作業を排除して製造時間の
短縮、製造効率の向上を図る。
【解決手段】基材上に回路パターンを印刷し（Ｓ１）、
当該回路パターンの端子上に熱硬化性接着剤を塗布し（
Ｓ２）、熱硬化性接着剤が塗布された各端子に対応させ
て半導体チップを載置させ（Ｓ３）、加熱温度で膨張す
る膨張性マイクロカプセルが充てんされている熱硬化性
樹脂を、半導体チップを覆うように塗布し（Ｓ４）、上
記各工程からの搬送状態を維持しつつ、熱硬化性樹脂に
対して加熱し、充てんされている膨張性マイクロカプセ
ルを膨張させることで半導体チップのバンプの端子間へ
の押圧力を得て電気的に接続させる（Ｓ５）構成とする
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送される基材の、当該基材上に形成される回路パターンの所定の端子間に半導体チッ
プのバンプを電気的に接続させる半導体チップの実装方法であって、
　前記回路パターンの各端子上に熱硬化性接着剤を塗布する工程と、
　前記熱硬化性接着剤が塗布された前記各端子に対応させて半導体チップを載置させる工
程と、
　加熱温度で膨張する膨張性マイクロカプセルが充てんされている熱硬化性樹脂を、前記
半導体チップを覆うように塗布する工程と、
　前記各工程からの搬送状態を維持しつつ、少なくとも前記熱硬化性樹脂に対して加熱し
、充てんされている前記膨張性マイクロカプセルを膨張させることで前記半導体チップの
バンプの端子間への押圧力を得て電気的に接続させる工程と、
　を含むことを特徴とする半導体チップの実装方法。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体チップの実装方法であって、前記回路パターンの端子間に塗布さ
れる熱硬化性接着剤は、加熱により収縮しながら硬化する接着剤であることを特徴とする
半導体チップの実装方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子回路基板やＲＦＩＤインレットの製造、ＩＣカード、ＩＣラベルの製造
における回路パターン上に半導体チップを実装する実装方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＩＣカードやＩＣラベルは機能限定とさせることで廉価であることから、その普
及が進み、大量生産による低コスト化を実現している。これらの製造では、常にコスト削
減が要請され、回路パターン形成も印刷工程により可能となり、当該回路パターンへの半
導体チップの実装を考慮して、当該半導体チップがバンプを端子とするフリップチップ形
態のものが採用されている。このような半導体チップの実装工程に際してもコスト削減が
望まれる。
【０００３】
　従来、半導体チップの実装方法は種々提案さてきている。例えば、プリント配線板に予
め接着剤を塗布しておき、当該プリント配線板の導体パッドと半導体チップのバンプを位
置合わせした後に、半導体チップを押下しつつ当該プリント配線板と接着剤とを加熱して
接着剤を軟化させ、バンプと導体パッドが接するまで当該半導体チップを押下し冷却する
ことが提案されている（特許文献１）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１４１３７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記特許文献１で提案されている実装方法をも含めて、フリップチップ方式
のものは半導体チップを端子に押し付けながら圧着を行うのが一般的であり、圧着を行わ
ないと上記特許文献１のように接着剤を使用しても最終的には端子からバンプが浮いて電
気的接続を得ることができない。一方、配線板等の回路パターンの形成からチップ実装ま
でを搬送される工程で、圧着を行うということは搬送を当該工程で停止させてある程度時
間（例えば、約１０秒）をかけなければならず、当該実装工程において製造時間の短縮、
製造効率の向上を図ることができないという問題がある。
【０００６】
　そこで、本発明は上記課題に鑑みなされたもので、チップ実装工程で時間を要する機械
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的圧着作業を排除して製造時間の短縮、製造効率の向上を図る半導体チップの実装方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１の発明では、搬搬送される基材の、当該基材上に
形成される回路パターンの所定の端子間に半導体チップのバンプを電気的に接続させる半
導体チップの実装方法であって、前記回路パターンの各端子上に熱硬化性接着剤を塗布す
る工程と、前記熱硬化性接着剤が塗布された前記各端子に対応させて半導体チップを載置
させる工程と、加熱温度で膨張する膨張性マイクロカプセルが充てんされている熱硬化性
樹脂を、前記半導体チップを覆うように塗布する工程と、前記各工程からの搬送状態を維
持しつつ、少なくとも前記熱硬化性樹脂に対して加熱し、充てんされている前記膨張性マ
イクロカプセルを膨張させることで前記半導体チップのバンプの端子間への押圧力を得て
電気的に接続させる工程と、を含む構成とする。
【０００８】
　請求項２の発明では、前記回路パターンの端子間に塗布される熱硬化性接着剤は、加熱
により収縮しながら硬化する接着剤とする構成である。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１の発明によれば、熱硬化性接着剤が塗布された回路パターンの端子間に半導体
チップを載置させ、当該半導体チップを覆うように加熱温度で膨張する膨張性マイクロカ
プセルが充てんされている熱硬化性樹脂を塗布し、各工程からの搬送状態を維持しつつ、
熱硬化性樹脂に対して加熱することで膨張性マイクロカプセルを膨張させて半導体チップ
のバンプの端子間への押圧力を得て電気的に接続させる構成とすることにより、ボンディ
ング機構のような機械的圧着作業を行うことなく、膨張性マイクロカプセルの膨張による
押圧力により確実に実装することができ、製造時間を短縮させ、製造効率を向上させるこ
とができるものである。
【００１０】
　請求項２の発明によれば、回路パターンの端子間に塗布される熱硬化性接着剤を、加熱
により収縮しながら硬化させる接着剤とすることにより、加熱時の膨張性マイクロカプセ
ルの膨張で得られる押圧力に加えて、接着剤による収縮力が得られ、バンプの端子への電
気的接続を更に確実とさせることができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の最良の実施形態を図により説明する。本実施形態では、半導体チップの
実装の一例として、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ）と称される非接触型の情報担体で、回路パターンに半導体チップを実装させた
ＲＦＩＤインレット製造の場合について説明する。
【００１２】
　図１に、本発明の半導体チップの実装方法を実現するＲＦＩＤインレット製造装置の概
念図を示す。図１において、ＲＦＩＤインレット製造装置１１は、その製造工程のうちの
、印刷部１３、熱硬化性接着剤塗布部１４、チップ搭載部１５、熱硬化性樹脂塗布部１６
及び加熱部１７が、連続状基材の搬送経路中に順次配置される。
【００１３】
　上記印刷部１３は、図示しない搬送手段により搬送される例えばＰＥＴフィルム等の連
続状基材１２における単一のＲＦＩＤインレットとする領域（回路パターン形成領域とす
る）に回路パターンとしてアンテナ部を従前より知られている導電性インキにより印刷す
る。当該回路パターンのアンテナ部はその端部が半導体チップを接続させる端子となる（
図３で説明する）。
【００１４】
　上記熱硬化性接着剤塗布部１４は、上記印刷部１３で印刷された回路パターンの端子間
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に熱硬化性接着剤を塗布する機構のもので、当該熱硬化性接着剤は例えば加熱により収縮
しながら硬化する接着剤が使用される。このような接着剤としては、例えばアクリレート
系樹脂を含有させたものとして、収縮率１０パーセント以上の高収縮性を得ることができ
る。
【００１５】
　上記チップ搭載部１５は、回路パターンとしてのアンテナ部の各端子に対応させて半導
体チップを載置させるもので、半導体チップを端子に圧着させるボンディング機構を備え
ておらず、単に半導体チップを端子上に載置させるだけの機構である。
【００１６】
　上記熱硬化性樹脂塗布部１６は、所定の熱硬化性樹脂を、半導体チップを覆うように塗
布する機構のものである。当該熱硬化性樹脂は、熱硬化性の樹脂を基剤として膨張性マイ
クロカプセルが充てんされており、加熱により硬化すると共に、当該膨張性マイクロカプ
セルが膨張する性質を備えている。基剤の熱硬化性の樹脂としては、主鎖が長く、ラジカ
ル重合系の収縮率が高いものが好ましく、例えばトリメチロールプロパンアクリレートが
あり、上記熱硬化性接着剤より先に硬化を開始するものが適用される。
【００１７】
　また、上記膨張性マイクロカプセルとしては、例えば、液状の低沸点炭化水素を熱可塑
性高分子殻で包み込んだものである。当該膨張性マイクロカプセルは、加熱することで高
分子殻が軟化し、中の液状炭化水素が気体に変化膨張することによってカプセル全体が膨
張する性質のものである。
【００１８】
　上記加熱部１７は、上記熱硬化性接着剤及び熱硬化性樹脂に対して加熱する。これによ
って、熱硬化性樹脂が硬化しつつ中に充てんされている膨張性マイクロカプセルが膨張し
、遅れて熱硬化性接着剤が収縮しながら硬化する。すなわち、膨張性マイクロカプセルの
膨張と熱硬化性接着剤の収縮とにより半導体チップのバンプの端子間への押圧力が得られ
るものである。
【００１９】
　そこで、図２に本発明に係る半導体チップの実装方法の処理フローチャートを示すと共
に、図３に図１における回路パターン形成の説明図を示し、図４及び図５に図２における
半導体チップの実装方法の説明図を示す。
【００２０】
　図２において、まず、搬送される連続状基材１２に対して印刷部１３が回路パターンを
印刷する（ステップ（Ｓ）１）。すなわち、図３に示すように、連続状基材１２の回路パ
ターン形成領域２１に、回路パターンとしてのアンテナ部２２が、半導体チップを搭載す
る間隔を有してそれぞれ導電性インキにより印刷形成される。この場合、各アンテナ部２
２の対向する端部が、図４（Ａ）に示すように、当該半導体チップを電気的に接続させる
各端子２２Ａ，２２Ｂとなる。なお、上記アンテナ部２２の印刷形成は、連続状基材１２
を搬送させた状態で行われる。
【００２１】
　続いて、連続状基材１２は、熱硬化性接着剤塗布部１４に搬送されもので、搬送されな
がら、図４（Ｂ）に示すように収縮性の熱硬化性接着剤３１がアンテナ部２２の各端子２
２Ａ，２２Ｂ上であって跨るように塗布され（Ｓ２）、チップ搭載部１５に搬送される。
【００２２】
　チップ搭載部１５では、図４（Ｃ）に示すように、アンテナ部２２の各端子２２Ａ，２
２Ｂと半導体チップ３２の各バンプ３２Ａ，３２Ｂとを位置合わせして載置させる（Ｓ３
）。当該載置は、特に圧着のための押圧力を加えないという意味であり、アンテナ部２２
の各端子２２Ａ，２２Ｂと半導体チップ３２の各バンプ３２Ａ，３２Ｂとを単に接触させ
る程度のものである。半導体チップ３２が載置された連続状基材１２はそのまま熱可塑性
樹脂塗布部１５に搬送される。
【００２３】



(5) JP 2010-141275 A 2010.6.24

10

20

30

40

50

　熱可塑性樹脂塗布部１５では、図５（Ａ）に示すように、膨張性マイクロカプセル３３
Ａが所定数充てんされた熱硬化性樹脂３３を、載置されている半導体チップ３２を覆うよ
うに塗布する（Ｓ４）。この塗布工程も連続状基材１２を搬送させながら行うもので、塗
布後に加熱部１７に搬送される。
【００２４】
　加熱部１７では、搬送状態を維持しつつ、例えば１２０度の温度で加熱を行う。すなわ
ち、図５（Ｂ）に示すように、まず、熱硬化性樹脂３３の温度が硬化温度になったときに
硬化を開始し、充てんされている膨張性マイクロカプセル３３Ａの熱可塑性高分子殻が軟
化し、中の液状炭化水素が気体に変化する圧力で膨張し、温度上昇で熱硬化性接着剤３１
の温度が硬化温度になったときに当該熱硬化性接着剤３１が収縮しながら硬化する（Ｓ５
）。
【００２５】
　すなわち、膨張性マイクロカプセル３３Ａが中の液状炭化水素が気体に変化する圧力で
膨張することによって当該膨張圧力が搭載された半導体チップに加えられてバンプ３２Ａ
，３２Ｂを対応の各端子２２Ａ，２２Ｂに押し付けると共に、熱硬化性接着剤３１が収縮
しながら硬化する時の収縮力がさらに半導体チップに加えられてバンプ３２Ａ，３２Ｂを
対応の各端子２２Ａ，２２Ｂに押し付けるものである。
【００２６】
　このように、ボンディング機構のような機械的圧着作業を行うことなく、膨張性マイク
ロカプセル３３Ａの膨張による押圧力により確実に実装することができ、少なくとも圧着
時間がなくなって製造時間を短縮させ、製造効率を向上させることができるものである。
【００２７】
　また、アンテナ部２２の端子間２２Ａ，２２Ｂに塗布される熱硬化性接着剤３１が加熱
により収縮しながら硬化されることから、加熱時の膨張性マイクロカプセル３３Ａの膨張
で得られる押圧力に加えて、当該熱硬化性接着剤３１による収縮力が得られ、バンプ３２
Ａ，３２Ｂの各端子２２Ａ，２２Ｂへの電気的接続を更に確実とさせることができるもの
である。
【００２８】
　なお、上記実施形態では、連続状基材１２を使用した場合を示したが、単葉の基剤であ
っても同様に適用することができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明に係る半導体チップの実装方法は、電子回路基板やＲＦＩＤインレットの製造産
業、ＩＣカード、ＩＣラベルの製造産業に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の半導体チップの実装方法を実現するＲＦＩＤインレット製造装置の概念
図である。
【図２】本発明に係る半導体チップの実装方法の処理フローチャートである。
【図３】図１における回路パターン形成の説明図である。
【図４】図２における半導体チップの実装方法の説明図（１）である。
【図５】図２における半導体チップの実装方法の説明図（２）である。
【符号の説明】
【００３１】
　１１　　　　　　ＲＦＩＤインレット製造装置
　１２　　　　　　連続状基材
　１３　　　　　　印刷部
　１４　　　　　　熱硬化性接着剤塗布部
　１５　　　　　　チップ搭載部
　１６　　　　　　熱硬化性樹脂塗布部



(6) JP 2010-141275 A 2010.6.24

　１７　　　　　　加熱部
　２１　　　　　　回路パターン形成領域
　２２　　　　　　アンテナ部
　２２Ａ，２２Ｂ　端子
　３１　　　　　　第１樹脂材
　３２　　　　　　半導体チップ
　３３　　　　　　第２樹脂材
　３３Ａ　　　　　膨張性マイクロカプセル

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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